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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของวงจรเลียนแบบอุปกรณที่ไดออกแบบไวในทางทฤษฏี
กับการจําลองดวยโปรแกรม PSpice 
 

 เพ่ือเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรท่ีไดสังเคราะหและออกแบบไวในบทที่ผานมา ในลําดับ

แรกจะใชการทดสอบการทํางานของวงจรดวยโปรแกรมพีสไปซ (PSpice) มาชวยตรวจสอบการทาํงาน

ของวงจรที่ไดวิเคราะหไวตามทฤษฎี ซ่ึงในการจําลองนี้ไดใชพารามิเตอรของทรานซิสเตอรเบอร 

PR200N และ NR200N ตามลําดับ ซ่ึงเปนทรานซิสเตอรอารเรย ALA400 ของ AT&T (Frey 1993) ที่

สามารถทํางานไดจนถึงยานความถ่ีสูงมาก (Ultra high frequency) ซ่ึงคาพารามิเตอรของ

ทรานซิสเตอรแสดงตามเอกสารในภาคผนวก ก วงจรทํางานที่แหลงจาย ±2.5 โวลต โดยใชโครงสราง

ภายในของ CCCCTA ในภาพที่ 4.1  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 โครงสรางภายในของ CCCCTA ที่ใชในการจําลองการทาํงาน 

 

ลําดับแรกจะจําลองการทํางานของวงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนําแบบตอลงกราวนดในภาพที่ 3.1 

โดยปรับ 1 50BI Aμ= , 2 200BI Aμ=  และ C=1nF ตามลําดับ ภาพที่ 4.2 แสดงผลการจําลองการ
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ทํางานของวงจรเทียบกับคาอิมพีแดนซและเฟสของตัวเหนี่ยวนําในทางทฤษฎีดังสมการที่ (3.9) 

จากผลการจําลองพบวายานความถี่ที่ใชงานไดจะอยูในชวงประมาณ 10kHz – 2MHz โดยในชวงนี้

คาความเหนี่ยวนําที่ไดจากการจําลองจะเบี่ยงเบนไปจากคาในทางอุดมคติประมาณ 10.923% 

สวนภาพที่ 4.3 แสดงผลการปรับกระแสไบแอส IB1 ซึ่งพบวาสามารถปรับคาความเหนี่ยวนําไดดวย

กระแสไบแอสดังที่ไดวิเคราะหไวในสมการท่ี (3.10) 
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ภาพท่ี 4.2 คาอิมพีแดนซอินพุตและเฟสของวงจรในภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 4.3 คาอิมพีแดนซของวงจรในภาพที่ 3.1 เมื่อเปล่ียนคากระแสไบอัส IB1 
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ภาพท่ี 4.4 ความสัมพันธของกระแสและแรงดันในวงจรเลียนแบบตัวเหนีย่วนําในภาพที่ 3.1 

ในขณะที่ภาพที่ 4.4 แสดงความสัมพันธของกระแสและแรงดันของวงจรเลียนแบบตัว

เหนี่ยวนําเมื่อปอนอินพุตเปนสัญญาณซายนขนาด 1mV ความถี่ 100kHz ซึ่งพบวากระแสจะนําหนา

แรงดัน 90° ซ่ึงสอดคลองกับตัวเหนี่ยวนําในอุดมคติ 

 สวนผลการจําลองการทํางานของวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนําอนุกรมกับตัวตานทานแบบ

ตอลงกราวนดในภาพที่ 3.2 โดยปรับ 1 50BI Aμ= , 2 200BI Aμ=  และ C=10nF ตามลําดับ ภาพที่ 

4.5 แสดงผลการจําลองการทํางานของวงจรเทียบกับคาอิมพีแดนซและเฟสของตัวเหนี่ยวนําในทาง

ทฤษฎีดังสมการที่ (3.17) จากผลการจําลองพบวายานความถี่ที่ใชงานไดจะอยูในชวงประมาณ 

1kHz – 2MHz โดยในชวงน้ีคาความเหนี่ยวนําที่ไดจากการจําลองจะเบี่ยงเบนไปจากคาในทาง

อุดมคติประมาณ 8.353% สวนภาพที่ 4.6 แสดงผลการปรับกระแสไบแอส IB2 ซ่ึงพบวาสามารถ

ปรับคาความเหนี่ยวนําและคาความตานทานสามารถปรับไดดวยกระแสไบแอสดังท่ีไดวิเคราะหไว

ในสมการที่ (3.18) และ (3.19) ในขณะที่การปรับกระแสไบแอส IB1 จะสงผลเฉพาะตอคาความ

เหนี่ยวนําดังที่ไดวิเคราะหไวในสมการที่ (3.19) ซึ่งผลการจําลองดังภาพที่ 4.7 
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ภาพท่ี 4.5 คาอิมพีแดนซอินพุตและเฟสของวงจรในภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 4.6 คาอิมพีแดนซของวงจรในภาพที่ 3.2 เมื่อเปล่ียนคากระแสไบอัส IB2 

 Frequency (Hz)
1.0k 3.0k 10k 30k 100k 300k 1.0M 3.0M 10M
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IB1=100µA
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ภาพที่ 4.7 คาอิมพีแดนซของวงจรในภาพที่ 3.2 เมื่อเปล่ียนคากระแสไบอัส IB1 
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ภาพที่ 4.8 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนาํที่ใชในการทดลองจริง 
 

4.2 ผลการเปรียบเทยีบสมรรถนะของวงจรเลียนแบบอปุกรณทีไ่ดออกแบบไวในทางทฤษฏี
กบัการทดลองตอวงจรจริง 

 

 เพ่ือเปนการแสดงถึงความสามารถในการทํางานของวงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนําในภาพที่ 

3.1 ที่ไดสังเคราะหและออกแบบไว จึงไดทําการทดลองสรางวงจรจริงขึ้น โดยจะใชไอซีสําเร็จรูป 2 

เบอรไดแก AD844 ซ่ึงเปนวงจรสายพานกระแสยุคที่สอง (CCII) และเบอร LT1228 ซึ่งเปน OTA ดัง

ภาพที่ 4.8 จากวงจรพบวา CCCCTA ที่ใชในการทดลองจะประกอบไปดวย AD844 และ LT1228 

อยางละหน่ึงตัว โดยคาความนําถานโอนหรือ gm ของ LT1228 จะมีคาประมาณ 10IB  
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วงจรในภาพที่ 4.8 ใชไฟเล้ียงวงจรเทากับ 12V±  ตัวเก็บประจุ 0.1μFC = , 2 100BI Aμ=  และ 

1xR k= Ω  ในการทดสอบวงจรจะใชวงจรแปลงแรงดันใหเปนกระแส (V to I) ดังภาพที่ 4.9 เพ่ือปอน

กระแสอินพุตใหกับวงจร เมื่อปอนสัญญาณอินพุต 2A p pV V −=  จะได 200inI Aμ=  เปล่ียนความถี่ 3 คา

ไดแก 500Hz และ 1kHz แลวทําการวัดสัญญาณ inV  เทียบกับ AV  จะไดสัญญาณดังแสดงในภาพที่ 

4.10(ก)-(ข) ตามลําดับ ซ่ึงพบวาสัญญาณมีเฟสตางกัน 90 องศา 
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ภาพที ่4.9 วงจรแปลงแรงดันใหเปนกระแส 

 

  
(ก)     (ข) 

ภาพที่ 4.10 สัญญาณ inV  เทียบกับ AV  ของวงจรในภาพที่ 4.8 ที่ความถี่ (ก) 500 Hz (ข) 1kHz 

 

เพ่ือเปนการแสดงถึงความสามารถในการทํางานของวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนําอนุกรมกับ

ตัวตานทานในภาพที่ 3.2 ที่ไดสังเคราะหและออกแบบไว จึงไดทําการทดลองสรางวงจรจริงขึ้น โดยจะ

ใชไอซีสําเร็จรูป 2 เบอรไดแก AD844 ซ่ึงเปนวงจรสายพานกระแสยุคที่สอง (CCII) และเบอร LT1228 

ซ่ึงเปน OTA ดังภาพที่ 4.11 
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วงจรในภาพท่ี 4.11 ใชไฟเลี้ยงวงจรเทากับ 12V±  ตัวเก็บประจุ 0.1μFC = , 2 100BI Aμ=  และ 

1xR k= Ω  ในการทดสอบวงจรจะใชวงจรแปลงแรงดันใหเปนกระแส (V to I) ดังภาพที่ 4.9 เพ่ือปอน

กระแสอินพุตใหกับวงจร เมื่อปอนสัญญาณอินพุต 2A p pV V −=  จะได 200inI Aμ=  เปล่ียนความถี่ 3 คา

ไดแก 2kHz และ 3kHz แลวทําการวัดสัญญาณ inV  เทียบกับ AV  จะไดสัญญาณดังแสดงในภาพที่ 

4.12(ก)-(ข) ตามลําดับ ซ่ึงพบวาสัญญาณมีเฟสตางกัน 90 องศา 
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ภาพที ่4.11 วงจรเลียนแบบตวัเหนี่ยวนาํอนุกรมกับตัวตานทานทีใ่ชในการทดลองจริง 

 

  
(ก)     (ข) 

ภาพที่ 4.12 สัญญาณ inV  เทียบกับ AV  ของวงจรในภาพท่ี 4.11 ที่ความถี่ (ก) 2kHz (ข) 3kHz 
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4.3 การสังเคราะหและออกแบบวงจรประยุกตใชงานวงจรเลียนแบบอุปกรณในวงจรกรอง
ความถ่ี 

 
 เพ่ือเปนการยืนยันถึงการนําไปใชประโยชนของวงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนําในภาพท่ี 3.1 และ 

3.2 ที่ไดนําเสนอ จึงขอกลาวถึงตัวอยางการนําไปประยุกตใชงานในวงจรกรองความถ่ีพรอมการ

ทดสอบการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSpice  

ภาพที่ 4.13 เปนตัวอยางการนําวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนําไปตอเปนวงจรเรโซแนนซแบบ

ขนาน RLC ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรในภาพที่ 4.13 ไดแก ILP, IBP และ IHP แสดงดังภาพที่ 

4.14 เมื่อวงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนําไดปรับกระแสไบแอส 1 50BI Aμ= , 2 200BI Aμ=  และ C=1nF 

สวนภาพที่ 4.15 แสดงผลตอบสนองทางความถ่ีของ IBP ของวงจรในภาพที่ 4.13 เมื่อเปลี่ยนแปลง

กระแสไบแอส IB1 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 การประยุกตใชงานวงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนาํในวงจรเรโซแนนซขนาน RLC 
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ภาพที่ 4.14 ผลตอบสนองทางความถีข่อง ILP, IBP และ IHP ของวงจรในภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.15 ผลตอบสนองทางความถ่ีของ IBP ของวงจรในภาพที่ 4.13 เม่ือเปล่ียนแปลง IB1 

ภาพที่ 4.16 เปนตัวอยางการนําวงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนําอนุกรมกับตัวตานทานแบบตอลง

กราวนดไปประยุกตใชงานเปนวงจรความถ่ีสูงผาน (Highpass) ซ่ึงการจําลองการทํางานของวงจร

แสดงผลตอบสนองทางความถี่ไดดังภาพที่ 4.17 เมื่อวงจรจําลองตัวเหนี่ยวนํา ปรับ 1 50BI Aμ= , 

2 200BI Aμ=  และ C=10nF สวนภาพที่ 4.18 แสดงผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรในภาพท่ี 4.16 

เมื่อเปล่ียนแปลงกระแสไบแอส IB1 
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ภาพที่ 4.16 วงจรประยุกตใชงานวงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนาํอนุกรมกับตัวตานทานในภาพท่ี 3.2 ใน

วงจรกรองความถี่สูงผาน 
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ภาพที่ 4.17 ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรในภาพที ่4.16 

www.ssru.ac.th




